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na granicy promieniowania widzialnego. Długość fali promieniowania inicjującego 
rozpraszanie Ramana wynosi λ = 805 nm. W takim przypadku fale antystokesow-
ska i stokesowska mają odpowiednio długości λas = 780 i λs = 832 nm. Do pomiaru 
wartości temperatury wykorzystuje się systemy reflektometrii czasowej OTDR (ang. 
Optical Time-Delay Reflectometry). Za pomocą układu cyfrowego można zsynchroni-
zować generowanie krótkich impulsów optycznych z rejestracją natężenia promienio-
wania rozproszonego. Przez pomiar opóźnienia między wymuszeniem a odpowiedzią 
optyczną, można wyznaczyć miejsce w światłowodzie o danej wartości temperatury. 
Systemy tego typu zapewniają pomiar wartości temperatury przy odległościach kilku 
kilometrów z rozdzielczością liniową kilku metrów. Można uzyskać dokładność po-
miaru wartości temperatury na poziomie 1÷2°C. 

Systemy pomiaru temperatury za pomocą długich (kilkukilometrowych) światło-
wodów noszą nazwę systemów pomiarowych DTS do pomiaru wartości tempera-
tury wzdłuż światłowodu (ang. Distributed Temperature Sensing). Systemy tego 
typu mogą być stosowane w kopalniach i w instalacjach przemysłowych do wy-
krywania i przewidywania powstania pożarów. W energetyce systemy DTS używa 
się do monitorowania wartości temperatury kabli, głównie prowadzonych pod po-
wierzchnią ziemi. Ze względu na optyczny charakter pomiaru, systemy DTS mogą 
pracować w atmosferach niebezpiecznych i wybuchowych. 
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